

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 92521063 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：24	、訪客IP：3.230.173.4


  	姓名	
      	  蘇佩徵(Pei-Cheng Su)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  選擇性氧化複晶矽鍺形成鍺量子點的光特性與光二極體研製
(Optical Properties of Ge Dots Formed by Oxidation of Poly-SiGe and Photodiode)
      	   
	相關論文		★ 高效能矽鍺互補型電晶體之研製	★ 高速低功率P型矽鍺金氧半電晶體之研究
	★ 應變型矽鍺通道金氧半電晶體之研製	★ 金屬矽化物薄膜與矽/矽鍺界面反應
之研究
	★ 矽鍺異質源/汲極結構與pn二極體之研製	★ 矽鍺/矽異質接面動態啓始電壓金氧半電晶體之研製
	★ 應用於單電子電晶體之矽/鍺量子點研製	★ 矽鍺/矽異質接面動態臨界電壓電晶體及矽鍺源/汲極結構之研製
	★ 選擇性氧化複晶矽鍺形成鍺量子點及其在金氧半浮點電容之應用	★ 鍺量子點共振穿隧二極體與電晶體之關鍵製程模組開發與元件特性
	★ 自對準矽奈米線金氧半場效電晶體之研製	★ 鍺浮點記憶體之研製
	★ 利用選擇性氧化單晶矽鍺形成鍺量子點之物性及電性分析	★ 具有自我對準電極鍺量子點單電洞電晶體之製作與物理特性研究
	★ 具有自我對準下閘電極鍺量子點單電洞電晶體之研製	★ 有機非揮發性記憶體之量測與分析



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文之研究重點，在於發展鍺量子點應用於光電元件的研製。長久以來，矽元件技術應用集中在電性元件，而化合物半導體主宰了整個光電元件及高頻元件的領域。故本論文之重點放在可相容於目前矽元件製作技術以及提高製程的穩定性與再現性，並且降低製程成本的鍺量子點光二極體。


在本篇論文中，藉由”矽鍺選擇性氧化法”形成鍺量子點，並且實際製作出光二極體。實驗中，在室溫下量測PL可得ㄧ放射光譜在3eV，是屬於紫光的範圍；而控制鍺量子點的大小便可以使放射光譜的能量有所改變，不再像化合物半導體需要變換材料或其莫耳分量才能達到此目的。
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